
JP 6429343 B2 2018.11.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コア層、第１導電層、および第２導電層を含む基板を提供し、前記第１導電層および前
記第２導電層が、それぞれ前記コア層の２つの反対側に配置され、前記コア層が、第１厚
さを有することと、
　前記基板を通過する熱伝導路を形成することと、
　前記第２導電層の上に接着層を形成し、前記接着層が、前記熱伝導路の一側を覆うこと
と、
　前記熱伝導路に導熱素子および前記導熱素子に接続されたバッファ層を配置し、前記バ
ッファ層および前記接着層が、互いに接触しており、前記熱伝導路における前記コア層の
内側表面と前記導熱素子の間、および前記熱伝導路における前記コア層の前記内側表面と
前記バッファ層の間にギャップを有し、前記導熱素子が、前記第１厚さよりも小さい第２
厚さを有することと、
　前記導熱素子および前記バッファ層を取り囲む第１絶縁材料で前記ギャップを充填する
ことと、
　前記接着層および前記バッファ層を除去し、キャビティを定義する前記導熱素子および
前記第１絶縁材料が、前記導熱素子を露出することと、
　前記第１導電層および前記第２導電層をパターン化して、それぞれ第１パターン化回路
層および第２パターン化回路層を形成することと、
を含むパッケージキャリアの製造方法。
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【請求項２】
　前記基板を通過する前記熱伝導路を形成した後、前記熱伝導路の前記内側表面に第３導
電層を形成し、前記第３導電層が、前記第１導電層および前記第２導電層に接続されるこ
と
をさらに含む請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記接着層および前記バッファ層を除去して、前記導熱素子および前記第１絶縁材料に
より前記キャビティを定義し、前記導熱素子を露出した後、それぞれ前記基板の２つの反
対側に第１銅キャッピング層および第２銅キャッピング層を形成すること
をさらに含む請求項１に記載の製造方法。
【請求項４】
　前記導熱素子が、互いに面する第１表面および第２表面を有し、前記第１表面および前
記第１導電層が、同じ側に設置され、前記第１銅キャッピング層が、少なくとも前記第１
表面および前記第１導電層を覆い、前記第２表面が、前記キャビティによって露出し、前
記第２表面および前記第２導電層が、同じ側に設置され、前記第２銅キャッピング層が、
少なくとも前記第２表面および前記第２導電層を覆う請求項３に記載の製造方法。
【請求項５】
　前記基板を通過する少なくとも１つの導電スルーホールを形成するステップをさらに含
み、前記基板を通過する前記少なくとも１つの導電スルーホールを形成する前記ステップ
が、
　前記基板を通過する少なくとも１つのビアホールを形成することと、
　前記少なくとも１つのビアホールの内側表面に、前記第１導電層および前記第２導電層
に接続された第４導電層を形成することと、
　前記少なくとも１つのビアホールを第２絶縁材料で充填し、前記第４導電層が、前記第
２絶縁材料を取り囲むことと、
を含む請求項１に記載の製造方法。
【請求項６】
　前記基板を通過する前記少なくとも１つの導電スルーホールを形成した後、それぞれ前
記基板の２つの反対側に第３銅キャッピング層および第４銅キャッピング層を形成し、前
記第３銅キャッピング層が、少なくとも前記第１導電層および前記第２絶縁材料の１つの
端部を覆い、前記第４銅キャッピング層が、少なくとも前記第２導電層および前記第２絶
縁材料の他の端部を覆うこと
をさらに含む請求項５に記載の製造方法。
【請求項７】
　前記第１導電層および前記第２導電層をパターン化して、それぞれ前記第１パターン化
回路層および前記第２パターン化回路層を形成した後、前記第１パターン化回路層の一部
および前記第２パターン化回路層の一部に、それぞれ第１ソルダレジスタ層および第２ソ
ルダレジスタ層を形成すること
をさらに含む請求項１に記載の製造方法。
【請求項８】
　前記第１ソルダレジスタ層が、前記第１パターン化回路層によって露出した前記コア層
を覆い、前記第２ソルダレジスタ層が、前記第２パターン化回路層によって露出した前記
コア層を覆う請求項７に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記導熱素子の厚さと前記バッファ層の厚さの合計が、前記熱伝導路の深さよりも大き
いか、それに等しい請求項１に記載の製造方法。
【請求項１０】
　前記導熱素子の材料が、セラミック、シリコン、炭化ケイ素、ダイヤモンドライクカー
ボン、金属、またはこれらの組み合わせを含む請求項１に記載の製造方法。
【請求項１１】
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　前記第１導電層および前記第２導電層をパターン化して、それぞれ前記第１パターン化
回路層および前記第２パターン化回路層を形成した後、前記第１パターン化回路層の一部
および前記第２パターン化回路層の一部に、それぞれ第１表面処理層および第２表面処理
層を形成すること
をさらに含む請求項１に記載の製造方法。
【請求項１２】
　前記導熱素子が、互いに積み重ねられた少なくとも２つの導熱層を含み、前記２つの導
熱層が、異なる材料で作られる請求項１に記載の製造方法。
【請求項１３】
　前記第１導電層および前記第２導電層をパターン化して、それぞれ前記第１パターン化
回路層および前記第２パターン化回路層を形成する前に、前記基板を通過する少なくとも
１つの導電スルーホールを形成すること
をさらに含む請求項１に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャリア構造およびその製造方法に係り、特に、パッケージキャリアおよび
その製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、パッケージキャリアは、少なくとも２つのパターン化回路層と少なくとも１
つのコア層によって構成され、少なくとも２つのパターン化回路層は、それぞれ少なくと
も１つのコア層の２つの反対側に設置される。電子素子（例えば、チップ）の大部分は、
パッケージキャリアの上表面に設置される。電子素子の動作中に生成される熱は、電子素
子の性能に対して悪影響を与える可能性がある。パッケージキャリアの放熱効果を高める
ために、通常、パッケージキャリアの下表面に放熱ブロックを配置するため、電子素子に
よって生成された熱をパターン化回路層およびコア層を介して放熱ブロックに伝送した後
、外に導くことができる。しかしながら、コア層の導熱効果が良くないと、電子素子によ
って生成された熱がコア層を介して放熱ブロックに伝送された時に熱抵抗（thermal resi
stance）を増やすため、熱を容易に放出できなくなる可能性がある。また、パッケージキ
ャリアの下表面に放熱ブロックを配置することによって、パッケージキャリアの全体の厚
さが増すため、その結果、パッケージキャリアは、小型軽量化の要求を満たすことができ
ない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　先行技術では、パッケージキャリアの全体の厚さを減らすために、放熱ブロックをコア
層の中に埋め込む。そして、レーザまたは機械処理によりいくつかの材料を除去し、電子
素子を収容することのできるキャビティ（cavity）を形成することによって、パッケージ
の全体の厚さを減らすことができる。しかしながら、レーザまたは機械処理によりいくつ
かの材料を除去するプロセスにおいて、キャビティの深さおよび平坦さを正確に制御する
ことができない；つまり、製造プロセスが困難である。その上、不注意があるとすぐに放
熱ブロックや半製品を損傷させる可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、小型軽量化の設計要求を満たし、優れた放熱効果を達成することのできるパ
ッケージキャリアを提供する。
【０００５】
　本発明は、優れた処理精度を確保し、製造効果を上げ、製造コストを減らすことのでき
るパッケージキャリアの製造方法を提供する。
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【０００６】
　本発明の１つの実施形態において、パッケージキャリアの製造方法は、以下のステップ
を含む。基板を提供する。基板は、コア層、第１導電層、および第２導電層を含む。第１
導電層および第２導電層は、それぞれコア層の２つの反対側に配置され、コア層は、第１
厚さを有する。基板を通過する熱伝導路を形成する。第２導電層の上に接着層を形成し、
接着層は、熱伝導路の一側を覆う。熱伝導路に導熱素子および導熱素子に接続されたバッ
ファ層を配置する。ここで、バッファ層および接着層は、互いに接触しており、導熱素子
と熱伝導路におけるコア層の内側表面の間、およびバッファ層と熱伝導路におけるコア層
の内側表面の間にギャップを有する。導熱素子は、第１厚さよりも小さい第２厚さを有す
る。導熱素子およびバッファ層を取り囲む第１絶縁材料でギャップを充填する。接着層お
よびバッファ層を除去してキャビティを形成し、導熱素子を露出する。第１導電層および
第２導電層をパターン化して、それぞれ第１パターン化回路層および第２パターン化回路
層を形成する。
【０００７】
　本発明の１つの実施形態において、基板を通過する熱伝導路を形成した後、製造方法は
、さらに、熱伝導路の内側表面に第３導電層を形成することを含み、第３導電層は、第１
導電層および第２導電層に接続される。
【０００８】
　本発明の１つの実施形態において、接着層およびバッファ層を除去して、キャビティを
形成し、導熱素子を露出した後、製造方法は、さらに、基板の２つの反対側に第１銅キャ
ッピング層および第２銅キャッピング層を形成することを含む。
【０００９】
　本発明の１つの実施形態において、導熱素子は、互いに面する第１表面および第２表面
を有する。第１表面および第１導電層は、同じ側に設置され、第１銅キャッピング層は、
少なくとも第１表面および第１導電層を覆う。第２表面は、キャビティによって露出する
。第２表面および第２導電層は、同じ側に設置され、第２銅キャッピング層は、少なくと
も第２表面および第２導電層を覆う。
【００１０】
　本発明の１つの実施形態において、製造方法は、さらに、基板を通過する少なくとも１
つの導電スルーホールを形成するステップを含み、基板を通過する少なくとも１つの導電
スルーホールを形成するステップは、基板を通過する少なくとも１つのビアホール（via 
hole）を形成することを含む。少なくとも１つのビアホールの内側表面に、第１導電層お
よび第２導電層に接続された第４導電層を形成する。少なくとも１つのビアホールを第２
絶縁材料で充填し、第４導電層は、第２絶縁材料を取り囲む。
【００１１】
　本発明の１つの実施形態において、基板を通過する少なくとも１つの導電スルーホール
を形成した後、製造方法は、さらに、基板の２つの反対側に第３銅キャッピング層および
第４銅キャッピング層を形成することを含む。第３銅キャッピング層は、少なくとも第１
導電層および第２絶縁材料の１つの端部を覆い、第４銅キャッピング層は、少なくとも第
２導電層および第２絶縁材料の他の端部を覆う。
【００１２】
　本発明の１つの実施形態において、第１導電層および第２導電層をパターン化して、そ
れぞれ第１パターン化回路層および第２パターン化回路層を形成した後、製造方法は、さ
らに、第１パターン化回路層の一部および第２パターン化回路層の一部に、それぞれ第１
ソルダレジスタ層および第２ソルダレジスタ層を形成することを含む。
【００１３】
　本発明の１つの実施形態において、第１ソルダレジスタ層は、第１パターン化回路層に
よって露出したコア層を覆い、第２ソルダレジスタ層は、第２パターン化回路層によって
露出したコア層を覆う。
【００１４】
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　本発明の１つの実施形態において、導熱素子の厚さとバッファ層の厚さの合計は、熱伝
導路の深さよりも大きいか、それに等しい。
【００１５】
　本発明の１つの実施形態において、導熱素子の材料は、セラミック、シリコン、炭化ケ
イ素、ダイヤモンドライクカーボン（diamond-like carbon）、金属、またはこれらの組
み合わせを含む。
【００１６】
　本発明の１つの実施形態において、第１導電層および第２導電層をパターン化して、そ
れぞれ第１パターン化回路層および第２パターン化回路層を形成した後、製造方法は、さ
らに、第１パターン化回路層の一部および第２パターン化回路層の一部に、それぞれ第１
表面処理層および第２表面処理層を形成することを含む。
【００１７】
　本発明の１つの実施形態において、導熱素子は、互いに積み重ねられた少なくとも２つ
の導熱層を含み、２つの導熱層は、異なる材料で作られる。
【００１８】
　本発明の１つの実施形態において、第１導電層および第２導電層をパターン化して、そ
れぞれ第１パターン化回路層および第２パターン化回路層を形成する前に、製造方法は、
さらに、基板を通過する少なくとも１つの導電スルーホールを形成することを含む。
【００１９】
　本発明の１つの実施形態において、コア層、第１パターン化回路層、第２パターン化回
路層、導熱素子、および絶縁材料を含むパッケージキャリアを提供する。コア層は、熱伝
導路を有する。また、コア層は、第１厚さを有する。第１パターン化回路層および第２パ
ターン化回路層は、それぞれコア層の２つの反対側に配置される。導熱素子は、熱伝導路
に配置され、導熱素子と熱伝導路におけるコア層の内側表面の間にギャップを有する。導
熱素子は、第１厚さよりも小さい第２厚さを有する。絶縁材料は、導熱素子とコア層の間
のギャップを充填する。ここで、絶縁材料は、導熱素子を取り囲み、導熱素子を露出する
キャビティは、導熱素子および絶縁材料で定義される。
【発明の効果】
【００２０】
　以上のように、熱伝導路に導熱素子を固定するプロセスの間、導熱素子に接続されたバ
ッファ層を除去しながら接着層を剥がすため、第１絶縁材料で充填されていないキャビテ
ィが熱伝導路に残る。つまり、キャビティを形成している間、レーザまたは機械処理によ
りいくつかの材料を除去する必要がないため、その結果、キャビティの深さおよび平坦さ
を正確に制御することができる。そのため、ここで提供するパッケージキャリアの製造方
法は、優れた処理精度を確保し、製造効率を上げ、製造コストを減らすことができる。別
の局面からみると、パッケージキャリアは、電子素子（例えば、チップ）を保持するよう
構成され、電子素子は、キャビティ内に固定され、導熱素子と直接または間接的に接触す
る。そのため、電子素子およびパッケージキャリアを有するパッケージ構造の全体の厚さ
を減らすことができ、電子素子の動作中に生成される熱を第２パターン化回路層、導熱素
子、および第１パターン化回路層を介してパッケージ構造から迅速に放出することができ
るため、優れた放熱効果を達成することができる。
【００２１】
　本発明の上記および他の目的、特徴、および利点をより分かり易くするため、図面と併
せた幾つかの実施形態を以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　添付図面は、本発明の原理がさらに理解されるために含まれており、本明細書に組み込
まれかつその一部を構成するものである。図面は、本発明の実施形態を例示しており、説
明とともに、本発明の原理を説明する役割を果たしている。
【００２３】
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【図１】本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略的断面図で
ある。
【図２】本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略的断面図で
ある。
【図３】本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略的断面図で
ある。
【図４】本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略的断面図で
ある。
【図５】本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略的断面図で
ある。
【図６】本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略的断面図で
ある。
【図７】本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略的断面図で
ある。
【図８】本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略的断面図で
ある。
【図９】本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略的断面図で
ある。
【図１０】本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略的断面図
である。
【図１１】本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略的断面図
である。
【図１２】本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略的断面図
である。
【図１３】本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略的断面図
である。
【図１４】本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略的断面図
である。
【図１５】図１４に示したパッケージキャリアが電子素子を保持した時の概略的断面図で
ある。
【図１６】本発明の別の実施形態に係るパッケージキャリアが電子素子を保持した時の概
略的断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１～図１４は、本発明の１つの実施形態に係るパッケージキャリアの製造方法の概略
的断面図である。図１を参照すると、基板１１０を提供し、基板１１０は、コア層１１１
、第１導電層１１２、および第２導電層１１３を含む。第１導電層１１２および第２導電
層１１３は、それぞれコア層１１１の２つの反対側に配置される。一般的に、第１導電層
１１２および第２導電層１１３は、銅、アルミニウム、金、ニッケル、他の金属材料、ま
たは合金によって構成された導電薄層であってもよく、第１導電層１１２および第２導電
層１１３は、それぞれコア層１１１の第１表面１１１ａおよび第１表面１１１ａの反対側
にあるコア層１１１の第２表面１１１ｂを覆う。本実施形態に基づき、コア層１１１は、
例えば、誘電体層、あるいは単一層、二重層、または複数層の回路基板である。本実施形
態において、基板は、２つの導電層を備えるが、本発明を限定するものと解釈されるべき
ではない。本発明の別の実施形態において、基板は、１つの導電層または少なくとも３つ
の導電層によって構成された回路基板を有してもよい。
【００２５】
　図２を参照すると、コア層１１１、第１導電層１１２、および第２導電層１１３の一部
をレーザ、機械処理、または異なる方法で除去して、基板１１０を通過する熱伝導路１１
０ａを形成することができる。図３を参照すると、電気メッキまたは沈積等により、熱伝
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導路１１０ａ内のコア層１１１の内側表面１１０ｂに第３導電層１１４を形成することが
できる。ここで、第３導電層１１４は、第１導電層１１２および第２導電層１１３に接続
される。本実施形態に基づき、第３導電層１１４は、さらに、第１導電層１１２および第
２導電層１１３を覆い、銅、アルミニウム、金、ニッケル、他の金属材料、または合金で
作られてもよい。
【００２６】
　図４を参照すると、接着層１２０は、第２導電層１１３の上に形成され、接着層１２０
は、熱伝導路１１０ａの一側を覆う。詳しく説明すると、接着層１２０は、接着面が基板
１１０の一側に一時的に接着された接着テープであってもよく、接着層１２０は、後に熱
伝導路１１０ａに配置される成分の支持膜層として用いられる。本実施形態において提供
する第２導電層１１３は、例えば、第３導電層１１４によって覆われる；そのため、接着
層１２０は、実質的に、第３導電層１１４に接着している。図５を参照すると、導熱素子
１３０および導熱素子１３０に接続されたバッファ層１３１を熱伝導路１１０ａに配置し
、バッファ層１３１は、接着層１２０に面する。そのため、導熱素子１３０およびバッフ
ァ層１３１が熱伝導路１１０ａに配置された後、バッファ層１３１を接着層１２０に接着
することによって、熱伝導路１１０ａにおける導熱素子１３０とバッファ層１３１の位置
を固定することができる。導熱素子１３０は、セラミック、シリコン、炭化ケイ素、ダイ
ヤモンドライクカーボン、金属、またはその組み合わせを含む材料で作られてもよい。
【００２７】
　本実施形態において、バッファ層１３１は、ゴム、シリカゲル（silica gel）、プラス
チック、または他の適切な材料であってもよい。バッファ層１３１は、例えば、接着層（
図示せず）により導熱素子１３０の第２表面１３０ｂに一時的に接着される。図５に示す
ように、導熱素子１３０と熱伝導路１１０ａにおけるコア層１１１の内側表面１１０ｂの
間、およびバッファ層１３１と熱伝導路１１０ａにおけるコア層１１１の内側表面１１０
ｂの間にギャップＧを有し、導熱素子１３０およびバッファ層１３１は、内側表面１１０
ｂの上に形成された第３導電層１１４と接触していない。導熱素子１３０の厚さＴ１は、
コア層１１１の厚さＨよりも小さく、後に必要なキャビティの形成に貢献する。例えば、
導熱素子１３０の厚さＴ１は、コア層１１１の厚さＨの０．１～０．９倍であるが、本発
明はこれに限定されない。一方、導熱素子１３０の厚さＴ１は、バッファ層１３１の厚さ
Ｔ２よりも大きくてもよく、厚さＴ１対厚さＴ２の比率は、約２：１であるが、本発明を
限定するものと解釈されるべきではない。導熱素子１３０の厚さＴ１とバッファ層１３１
の厚さＴ２の合計は、熱伝導路１１０ａの深さＤよりも大きいか、それに等しくてもよく
、コア層１１１の厚さＨよりも大きいか、それに等しくてもよい。そのため、導熱素子１
３０およびバッファ層１３１が熱伝導路１１０ａに配置されて、接着層１２０に固定され
た後、熱伝導路１１０ａによって露出した導熱素子１３０の第１表面１３０ａは、コア層
１１１の第１表面１１１ａと実質的に同一平面上であっても、またはコア層１１１の第１
表面１１１ａよりも水平方向に高くてもよい。
【００２８】
　図６を参照すると、導熱素子１３０およびバッファ層１３１を取り囲む第１絶縁材料１
４０でギャップＧを充填する。第１絶縁材料１４０は、エポキシ樹脂または任意の他の適
切な材料であってもよく、熱伝導粒子と混合して放熱効果を高めてもよい。第１絶縁材料
１４０を硬化して整形した後、導熱素子１３０を熱伝導路１１０ａに固定することができ
る。図７を参照すると、接着層１２０およびバッファ層１３１を除去することによって、
第１絶縁材料１４０は、キャビティ１４１を定義し、導熱素子１３０の一部の第２表面１
３０ｂを露出する。バッファ層１３１および導熱素子１３０を固定する接着層（図示せず
）の粘度は、例えば、接着層１２０の粘度よりも小さい；そのため、接着層１２０を剥が
している間、バッファ層１３１を接着層１２０に接着させて、導熱素子１３０の第２表面
１３０ｂから剥離するのが好ましい。続いて、洗浄プロセスを選択的に行って、バッファ
層１３１の残留物を洗浄してもよい。その後、第１導電層１１２上および第２導電層１１
３上の第３導電層１１４を研磨により選択的に除去してもよい。
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【００２９】
　図８および図９を参照すると、基板１１０の２つの反対側に、それぞれ第１銅キャッピ
ング層１１５および第２銅キャッピング層１１６を形成する。詳しく説明すると、第１銅
キャッピング層１１５は、第１導電層１１２、第１導電層１１２と同じ側に位置する導熱
素子１３０の第１表面１３０ａ、および第１表面１３０ａと同一平面上の第１絶縁材料１
４０の表面を覆う。また、第２銅キャッピング層１１６は、第２導電層１１３、第２導電
層１１３と同じ側に位置する導熱素子１３０の第２表面１３０ｂ、第２導電層１１３と同
一平面上の第１絶縁材料１４０の表面、およびキャビティ１４１を定義する第１絶縁層１
４０を覆う。上述した製造ステップが完了した後、図８に示した完成構造を１８０度回転
させて、後続の製造ステップを行う。
【００３０】
　図１０および図１１を参照すると、少なくとも１つの導電スルーホール１１７（例とし
て、２つの導電スルーホール１１７を示す）を選択的に形成することができる。以下、詳
しい製造ステップについて説明する。コア層１１１、第１導電層１１２、および第２導電
層１１３の一部をレーザ処理、機械処理、または別の方法で除去することにより、基板１
１０を通過する少なくとも１つのビアホール１１０ｃを形成することができる。図面では
、例として、２つのビアホール１１０ｃを示してある。電気メッキまたは沈積等により、
ビアホール１１０ｃ内のコア層１１１の内側表面１１０ｄに第４導電層１１８を形成して
もよい。ここで、第４導電層１１８は、第１導電層１１２および第２導電層１１３に接続
される。本実施形態に基づき、第４導電層１１８は、さらに、第１銅キャッピング層１１
５および第２銅キャッピング層１１６を覆ってもよく、銅、アルミニウム、金、ニッケル
、他の金属材料、または合金で作られてもよい。少なくとも１つのビアホール１１０ｃを
第２絶縁材料１４２で充填し、第４導電層１１８は、第２絶縁材料１４２を取り囲む。第
２絶縁材料１４２は、互いに向かい合う第１端部１４２ａおよび第２端部１４２ｂを有す
る。第１端部１４２ａは、第１銅キャッピング層１１５上の第４導電層１１８と同一平面
上にあり、第２端部１４２ｂは、第２銅キャッピング層１１６上の第４導電層１１８と同
一平面上にある。ここまでで、導電スルーホール１１７の製造が実質的に完了する。
【００３１】
　図１２を参照すると、基板１１０の２つの反対側に、それぞれ第３銅キャッピング層１
１９ａおよび第４銅キャッピング層１９０ｂを形成する。第３銅キャッピング層１１９ａ
は、第１導電層１１２および第２絶縁材料１４２の第１端部１４２ａを覆うことができる
。詳しく説明すると、第３銅キャッピング層１１９ａは、第１銅キャッピング層１１５上
の第４導電層１１８を覆う。第４銅キャッピング層１１９ｂは、第２導電層１１３および
第２絶縁材料１４２の第２端部１４２ｂを覆うことができる。詳しく説明すると、第４銅
キャッピング層１１９ｂは、第２銅キャッピング層１１６上の第４導電層１１８を覆う。
【００３２】
　第１導電層１１２および第２導電層１１３は、露光および現像によりパターン化されて
、それぞれ第１パターン化回路層１１２ａおよび第２パターン化回路層１１３ａを形成す
る。第１パターン化回路層１１２ａは、導電スルーホール１１７を介して第２パターン化
回路層１１３ａに接続されてもよい。詳しく説明すると、第１導電層１１２および第２導
電層１１３のパターン化プロセスにおいて、第３銅キャッピング層１１９ａの一部、第４
導電層１１８の一部、第１銅キャッピング層１１５の一部、および第１導電層１１２の一
部を除去し、第４銅キャッピング層１１９ｂの一部、第４導電層１１８の一部、第２銅キ
ャッピング層１１６の一部、および第２導電層１１３の一部も除去する。それにより、コ
ア層１１１の一部が露出する。
【００３３】
　図１３を参照すると、第１パターン化回路層１１２ａの一部および第２パターン化回路
層１１３ａの一部に、第１ソルダレジスト層１１９ｃおよび第２ソルダレジスト層１１９
ｄを形成する。第１ソルダレジスト層１１９ｃは、第１パターン化回路層１１２ａによっ
て露出したコア層１１１を覆い、第２ソルダレジスト層１１９ｄは、第２パターン化回路
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層１１３ａによって露出したコア層１１１を覆う。図１４を参照すると、第１パターン化
回路層１１２ａの一部および第２パターン化回路層１１３ａの一部に、すなわち、第１パ
ターン化回路層１１２ａの第１ソルダレジスト層１１９ｃによって覆われていない部分お
よび第２パターン化回路層１１３ａの第２ソルダレジスト層１１９ｄによって覆われてい
ない部分に、それぞれ第１表面処理層１１９ｅおよび第２表面処理層１１９ｆを形成する
。第１表面処理層１１９ｅおよび第２表面処理層１１９ｆは、パラジウム、金、ニッケル
、銀、他の適切な金属材料、または合金で作られてもよい。ここまでで、パッケージキャ
リア１００の製造が実質的に完了する。
【００３４】
　本実施形態では、パッケージキャリア１００の導熱素子１３０をコア層１１１の中に埋
め込むため、パッケージキャリア１００の全体の厚さを減らすことができる。また、熱伝
導路１１０ａに導熱素子１３０を固定するプロセスの間、導熱素子１３０に接続されたバ
ッファ層１３１を除去しながら、接着層１２０を剥がすことができるため、第１絶縁材料
１４０によって充填されていないキャビティ１４１が熱伝導路１１０ａに残る。つまり、
キャビティ１４１を形成している間、レーザ処理または機械処理により第１絶縁材料１４
０の一部を除去する必要がないため、その結果、キャビティ１４１の深さおよび平坦さを
正確に制御することができる。このようにして、ここで提供するパッケージキャリア１０
０の製造方法は、優れた処理精度を確保し、製造効率を上げ、製造コストを下げることが
できる。注意すべきこととして、図１４に示したキャビティの深さＣは、第２導電層１１
３の上の第２表面処理層１１９ｆの高さとキャビティ１４１内の第２表面処理層１１９ｆ
の高さの差であるため、それにより、後に電子素子をその中に埋め込むことができる。
【００３５】
　本実施形態では、１つの導熱素子１３０を埋め込み、導熱素子１３０に対応する１つの
キャビティ１４１を形成する。しかしながら、言及すべきこととして、導熱素子１３０の
数およびキャビティ１４１の数は、実際の要求に応じて調整してもよい。
【００３６】
　図１５は、図１４に示したパッケージキャリアが電子素子を保持した時の概略的断面図
である。図１５を参照すると、電子素子２００は、主動表面２０１および主動表面２０１
の反対側にある背面２０２を有するチップであってもよい。電子素子２００の背面２０２
は、キャビティ１４１に面し、表面実装装置（surface mounting device, SMD）技術によ
り、または熱伝導性接着剤を使用して、キャビティ１４１内の第２パターン化回路層１１
３ａに固定してもよい。ここで、キャビティ１４１内の第２表面処理層１１９ｆは、選択
的に、プリフラックス（organic solderability preservative, OSP）に置き換えてもよ
い。キャビティ１４１の底部は、コア層１１１の第２表面１１１ｂよりも水平方向に低い
ため、キャビティ１４１に固定された電子素子２００は、パッケージキャリア１００によ
って部分的に露出する。本実施形態において、導電スルーホール１１７上の第２パターン
化回路層１１３ａは、第２ソルダレジスト層１１９ｄによって覆われておらず、電子素子
２００は、ワイヤボンディング（wire bonding）によって主動表面２０１および導電スル
ーホール１１７上の第２パターン化回路層１１３ａにワイヤ２１０で接続してもよい。こ
こで、導電スルーホール１１７上の第２表面処理層１１９ｆは、選択的に、プリフラック
ス（ＯＳＰ）に置き換えてもよい。
【００３７】
　このようにして、電子素子２００およびパッケージキャリア１００を有するパッケージ
構造の全体の厚さを減らすことができ、電子素子２００の動作中に生成される熱を第２パ
ターン化回路層１１３ａ、導熱素子１３０、第１パターン化回路層１１２ａ、および第１
表面処理層１１９ｅを介してパッケージ構造から迅速に放出することができるため、優れ
た放熱効果を達成することができる。
【００３８】
　図１６は、本発明の別の実施形態に係るパッケージキャリアが電子素子を保持した時の
概略的断面図である。図１６を参照すると、図１６に示したパッケージキャリア１００Ａ
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は、図１５に示したパッケージキャリア１００と類似するが、これら２者間の相違点は、
パッケージキャリア１００Ａの導電素子１３２が３つの導熱層１３２ａ、１３２ｂ、およ
び１３２ｃで構成され、導熱層１３２ｂが導熱層１３２ａと１３２ｃの間に設置されるこ
とである。導熱層１３２ａと１３２ｃは、同じ材料、例えば、金属で作られてもよい。導
熱層１３２ｂは、例えば、セラミックで作られてもよい。導熱層１３２ａおよび１３２ｃ
の材料は、金属に限定されず、セラミック、シリコン、炭化ケイ素、またはダイヤモンド
ライクカーボンであってもよい。導熱層１３２ｂの材料は、セラミックに限定されず、金
属、シリコン、炭化ケイ素、またはダイヤモンドライクカーボンであってもよい。また、
導熱素子１３２において、２つまたは４つ以上の導熱層があってもよいが、本発明を限定
するものと解釈されるべきではない。
【００３９】
　以上のように、ここで提供するパッケージキャリアは、コア層の中に導熱素子を埋め込
むため、パッケージキャリアの全体の厚さを減らすことができる。また、熱伝導路に導熱
素子を固定するプロセスの間、導熱素子に接続されたバッファ層を除去しながら接着層を
剥がすため、第１絶縁材料で充填されていないキャビティが熱伝導路に残る。つまり、キ
ャビティを形成している間、レーザ処理または機械処理により第１絶縁材料の一部を除去
する必要がないため、その結果、キャビティの深さおよび平坦さを正確に制御することが
できる。そのため、ここで提供するパッケージキャリアの製造方法は、優れた処理精度を
確保し、製造効率を上げ、製造コストを減らすことができる。
【００４０】
　別の局面からみると、パッケージキャリアは、電子素子（例えば、チップ、能動デバイ
スチップ、無線周波デバイスチップ、発光ダイオードチップ、またはアナログデバイスチ
ップ）または他の熱発生装置を保持するよう構成されるが、本発明を限定するものと解釈
されるべきではない。電子素子は、キャビティ内に埋め込まれ、導熱素子と直接または間
接的に接触する。そのため、電子素子およびパッケージキャリアを有するパッケージ構造
の全体の厚さを減らすことができ、電子素子の動作中に生成される熱を第２パターン化回
路層、導熱素子、第１パターン化回路層、および第１表面処理層を介してパッケージ構造
から迅速に放出することができるため、優れた放熱効果を達成することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明のパッケージキャリアの製造方法は、優れた処理精度を確保し、製造効率を上げ
、製造コストを減らすことができる。別の局面において、パッケージキャリアは、電子素
子（例えば、チップ）を保持するよう構成され、電子素子は、キャビティ内に固定され、
導熱素子と直接または間接的に接触する。そのため、電子素子およびパッケージキャリア
を有するパッケージ構造の全体の厚さを減らすことができ、電子素子の動作中に生成され
る熱を第２パターン化回路層、導熱素子、および第１パターン化回路層を介してパッケー
ジ構造から迅速に放出することができるため、優れた放熱効果を達成することができる。
【００４２】
　以上のごとく、この発明を実施形態により開示したが、もとより、この発明を限定する
ためのものではなく、当業者であれば容易に理解できるように、この発明の技術思想の範
囲内において、適当な変更ならびに修正が当然なされうるものであるから、その特許権保
護の範囲は、特許請求の範囲および、それと均等な領域を基準として定めなければならな
い。
【符号の説明】
【００４３】
　　１００、１００Ａ　パッケージキャリア
　　１１０　基板
　　１１０ａ　熱伝導路
　　１１０ｂ、１１０ｄ　内側表面
　　１１０ｃ　ビアホール
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　　１１１　コア層
　　１１１ａ　第１表面
　　１１１ｂ　第２表面
　　１１２　第１導電層
　　１１２ａ　第１パターン化回路層
　　１１３　第２導電層
　　１１３ａ　第２パターン回路層
　　１１４　第３導電層
　　１１５　第１銅キャッピング層
　　１１６　第２銅キャッピング層
　　１１７　導電スルーホール
　　１１８　第４導電層
　　１１９ａ　第３銅キャッピング層
　　１１９ｂ　第４銅キャッピング層
　　１１９ｃ　第１ソルダレジスト層
　　１１９ｄ　第２ソルダレジスト層
　　１１９ｅ　第１表面処理層
　　１１９ｆ　第２表面処理層
　　１２０　接着層
　　１３０、１３２　導熱素子
　　１３０ａ　第１表面
　　１３０ｂ　第２表面
　　１３１　バッファ層
　　１３２ａ～１３２ｃ　導熱層
　　１４０　第１絶縁材料
　　１４１　キャビティ
　　１４２　第２絶縁層
　　１４２ａ　第１端部
　　１４２ｂ　第２端部
　　２００　電子素子
　　２０１　主動表面
　　２０２　背面
　　２１０　ワイヤ
　　Ｃ、Ｄ　深さ
　　Ｇ　ギャップ
　　Ｈ、Ｔ１、Ｔ２　厚さ
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【図１５】 【図１６】
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